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Composants de phase obtenus par gravure de profils discrets dans des substrats
optiques (silice, silicium, ZnSe, ...). Bande spectrale accessible : UV (1893 nm) a
IR lointain (8-14 pm)

Beam Shapers

Lentilles de Fresnel
Ecrans de phase de Turbulences

Reseaux de microlentilles pour I'lR

Miroirs de phase

Homogeneiseur de faisceau
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- Moyens :tec_lqnpl_ngiques (salle blanche)
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& Principe des gravures cumulees

Exemple :
discrétisation en 2* = 16 niveauy

procede a 4 etapes
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. Principe des gravures cumulees

ETAT DU PROFIL

Alr

Substrat

Profondeur Prma:/26

Résultat de la gravure
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- Etapes élémentaires de fabrication
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4 Ty W Substrate cleaning
- Inspection
Spin coating
Inspection

Waster mask positioning
_Inspection
~Insulation

opment
Bon — Measurement
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Precisions de fabrication

Profondeurs accessibles (p) 2 nrm & plus de 20 microns

FPrecisions
o= 100 nm = 15 nm 5 nm
p < 100 nm < 15% 5%
Limite basse | 23 Limite basse | 2-3 nm
M
S o 2 3 100 microns
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Ecrans de Phase de Turbulences

Simulation des perturbations Atmospheriques
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MAPS, a turbulence simulator for MCAQ
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Comparaison PS en reflexion / PS en SILIOS
transmission

A

hatériau Silice Silice + miroir metalligue P profonder
(R=85% sur 500-2500nm) 6. difference de
_ chemin optique
g fonction de p d=in-Trp=045p d=2p
Dispersion dindice S i

(sur S00-2300 nm)



Niveaux de masquage

Level 3
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- « Road Ma.g » (117
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« Road Map » (2

Generation N.umbre de Precision (nm) Taille des pixels
1 s +{- 100 Bll[lzll[i:]Ci:[?éhSFﬂISSIDﬂ]l
2 S +i- 100 100 {transmission)
3 G +i- 10 100 {transmission)
4 206 H5 25 (reflexion)
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Matrices de microlentilles Silicium

Application : Mesure de front d'onde
dans I'IR moyen (3-5 microns)

Fourniture pour 'OMERA Chatillon
(collaboration Clelia Robert, Bruno Fleury, Vincent Michau)

ONERA
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& Differentes approches technologiques

Fluage de cylindres en résine-

Lentilles multi niveaux

Specifications lentilles ONERA
Fitch 780 microns

Distance Focale 6,1 mm R Nt

Fayon de courbure 14,8 mm IIE&\_\"&-——-"‘J;a

Profil a graver

Frofondeur max 10 microns

Mombre de niveaux 64

Marche elementaire 167 nm (412 @3 mictons)
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Specifications et realisation
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tem Designation Specification Mesure Conformite
1 Centraige +i- 15 mu (hord du substraty | Désalignerment = 15 mu ]
2 |Pas Fal +i- 3 mu Fal +i-1 mu 2
3 | Focale B10U mu +- 300 B 304 mu i
4 Eayon 14 800 +- 730 15 300 i
5 | Homogeneéite Rayon +i- 1% de lentille a lentille +i- 1. 9% 18|
6 [lrregularites EMS =032 lamhda {@B3I3nm) =015 rms IH|
Fi Rugosite RMS F ﬁlnlilnnranHMMES best effort) comprise entre 10 et 24 nm mMms i
g | Defauis de surface ;S[:??E,Iu}%_dfﬁaﬁnrg:m} 2 defauts comptabilises O
0 Coeff de remplissage = 45 % 100 % I
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Optique de phase multi niveaux
Performances actuelles :

-FTV important

- Haute précision sur le profil genere

- Optique en réflexion ou en transmission

- Frofil libre

- Grande uniformite sur des diametres jusgua 100 mim

- Utilisation de matériaux stables dans e temps

- Possibilité de traitement en couches minces pour fonction mircir ou AR

Perspectives - Ameliorations :

- Alugmentation du FTY
- Augmentation du rapport de forme
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